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Prufungsantrag gem, § 44 PatG ist gestellt 
@ Halbleiterbauelement 

(§) Es wird ein Halbletterbauelement und ein Verfahren zu 
dessen Herstellung vorgeschlagen mtt einem Substrat 
und einer darauf befindlichen Epitaxieschicht. in der we- 
nigstehs ein erstes und ein zweites bipolares Bauelement 
integriert sind, wobei das erste und das zweite bipolare 
Bauelement eine vergrabene Schicht u nd unterschi edli- 
che KolletctoTweiten autweisen. D ie Vergrabene Sch icht 
des zweiten Bauefementes weist eihe grofiere Schichtdik- 
ke als die des ersten Bauelementes auf, wobei genau eine 
Epitaxieschicht vorgesehen ist. Die hierdurch entsteh en- 
den unterschiedlichen Kollektorw eiten werden durch die 
Ausdiffuston des Dotierstoffes der V&rgrabenen Schich- 
ten durch and a re Stoffe beeinflufSt. 
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Beschteibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement 
mit dnem Substrat und einer darauf befindlichen Epitaxie- 
schicht, in der wenigstens dn erstes und ein zweiles bipola- 5 
res Bauelemait integriert sind, wpbd das erste und das 
zweite Bauelement eine vergrabene Schicht und unter- 
schiedliche KoUektorweiten aiifweisen. 
[0002] EsistbeiBipoiartransistorenublich,denKollcktor 
durch eine vergrabene, hochdoticrte Schicht, eine soge- 10 
nanntc Buried l^ycr, anzuschlicficn. Die Buried Layer wird 
dadiirch erzeugt, daB das Substrat vor dem Aufbring^ der 
Epitaxieschicht an der gewunschtoi Stelle dne lonen-Itn- 
plantation erfahrt AnschlieBend wird die niedrig doti^te 
Epitaxieschicht aufgebracht Auf der an die erste Hauptseite 15 
des Halbleiterbauelementes reichenden Seite der Epitaxie- 
schicht werden anschliefiend die Basis-, Emitter- und Kol- 
lektorwannen erzeugL Eine mogliche ProzeBfoIge bei der 
HersteUung eines Bipolartransistors ist beispielsweise in 
dem l^dirbuch "Technologie hochintegrierter Schaltungen" 20 
von D. Widmann, H. Mader, H. Friedrich, Springer Verlag, 
2, Auflage, TabeUe 8.13 (Sdte 326 bis Seite 334) beschrie- 
ben, . 

[0003] Als Kolldctorweite wird derjenige Bereich der Epi- 
taxieschicht bczcichnct, die zwischcn dor in der Epitaxicr 25 
schicht gelegenen Wanne der Basis und der veigrabenen 
Schicht gelegen ist. Die KoUektorweite bestimmt sich folg- 
lich durch die Schichtdicke der Epitaxieschicht, abzuglich 
des Teiles der Buried Layer, die in die Epitaxieschicht rdcht 
und abzuglich der llefe der Wanne der Basisschicht, die von 30 
der ersten Hauptseite her eingebracht ist, 
[0004] Die Dimoisionierung der KoUektorweite bestimmt 
die Eigoischaften des Bipolartransistors. Bipolartransi- 
storen, die auf hohe Grenzfrequenzen optimien werden sol- 
len, mtissen eine kleine KoUektorweite und eine erhohte Do- 35 
tierung im Kollektor aufweisen, Diese Bipolartransistoreu 
werden als sogenannte HF-Bipolartransistoren bezeichnet. 
Hochvolt-Transistoren (HV-Bipolartransistoren), die auf. 
hohc Durchbnichspannungcn hin optimicrt sind, wdscn 
hingegen eine grofie KoUektorweite auf, da bei maximaler 40 
Betriebsspannung die Raumladungszone die Buried Layer 
nicht errdchen darf. Die typische KoUektorweite eines der- 
artigen Bipolartransistors betragt zirka 450 mm, fur eine Be- 
triebsspannung von ca 5 v. Oblicherweise bildet bei einem 
HV-Bipolartransistor die Epitaxieschicht den KoUektor. Die 45* 
KoUektordotierung entspricbt somit der Dotierung der Epi- 
taxieschicht, uberlicherwdse 10*^ 

[0005] In vielen integcierten Schaltungen w^den sowohl 
Bipolartransistoren mit einer hohen Grenzfrequenz als auch 
Bipolartransistoren mit einer hohen Durchbruchspannung 50 
benotigt Aufgrund der bisher bekannten HersteUungsver- 
fahren muB bei der Integration von Bipolartransistoren mit 
untcrschicdUchcn Grcnzfrcqucnzcn und Bipolartransistoren 
mit unterschiedlichen Durchbruchspannungen ein Kompro- 
mlB bezugUch der Eigenschaften gefunden werden. Hier- 55 
durch kann die Performance des Halbleiterbauelemoites 
nicht optimal ausgenutzt werden. 

[0006] SoUen jedoch bipoiare Bauelemente mit unter- 
schiedlichen KoUektorweiten in einem Halbleiterbauele- 
ment zusammen integriert werden, so bestehen bei der Her- 60 
steUung derzeit zwei Moglichkeiten: Zum einea kann die 
Tiefe der Wanne in der Epitaxieschicht bd dem erstoi und 
dem zweilen bipolaien Bauelement unlerschiedUch reali- 
siert werden. Durch die erhohte Basisweite reduziert sich 
hieidurch die Grenzfrequenz desjenigen Bauelementes, des- 65 
sen Wanne (Basis) defer in die Epitaxieschicht reichL Wei- 
terhin ist die Verwendung dner zusatzUchen Maske zur Er- 
zeugung der unterschiedUch tiefen Basis-Wannen notwen- 



[0007] Eine andere MogUchkeit besteht darin, die Dicke 
der niedrig dotierten Epitaxieschicht bd dem ersten und 
dem zweiten Bauelement unterschiedUch auszufuhren. Die 
HersteUung einer zweiten Epitaxieschicht ist jedoch zum ei- 
. nen mit hohen Kosten verbunden, andererseits erfafiht sich 
dadurcfa der Fertigungsaufwand eifaebUch. 
[0008] Aufgrimd des koniplizierten ^^^l:gehens und dner 
in der Kegel idehtischen Epitaxieschicht, d. h. die Epitaxie- 
schicht weist QberaU die gldche Dicke auf, wird desbalb dn 
KompiomiB bczugUch dor hohen Grenzfrequenz^ und der 
hoh«i Durchbruchspannungen gesucht 
[0009] Die Aufgabe der vorUegenden Erfindimg besteht 
deshalb darin, ein Halbleiterbauelement sowie ein ^rfahren 
zu dessen HersteUung. anzugeben, bei dem auf einfache 
Weise bipoiare Bauelemente mit unterschiedUchen KoUek- 
torweiten reaUsierbar sind. 

[0010] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Pa- 
tentanspruches 1, der das Halbleiterbauelement wiedergibt, 
und mit dea Merkmalen des Patentan^ruches 12, in wel- 
chem das erfindungsgemaBe Veifahren beschrieben ist, ge- 
lost. 

[0011] Die Erfindung sieht vor, dafi die vergrabene 
Schicht des zweiten bipolaren Baudementes eine grofiere 
Schichtdicke als die des ersten Baudraicntcs aufwcist, wo- 
bd genau eine Epitaxieschicht voigesehen ist Die die Basis 
bildenden Wannen in der Epitaxieschicht konnen, miissen 
aber nicht, eine gleiche Hefe aufwdsen. 
[0012] Der Erfindung Hegt die Erkenntnis zugrunde, daB 
die Ausdiflftjsion des Dotierstoffes der Buried Layer durch 
andere Stoffe beeinfluBt werden kann. Hierdurch wird ein 
auBerst einfaches HersteUungsverfahren ennogUcht, weil 
die vergrabenen Schichten des ersten und des zweil«i Bau- 
elementes zunachst mit einer identischen Dotierstoffkon- 
zentration in das Substrat implantiert werden. AnschlieBend 
wjidm_ die vergrabene Schicht des zweiten Baue lementes 
dn zusItzEcher StoS eingebractit, der die Diit'usion desD o-" 
ficrstoffe s in der ycrgrabcnen Schich t des zweite n Bauelc-" 
mcntcs be einfluBt Die "Einbringung^ dieses zusatzlichcn 
-^Stofferkann zum Beispiel durch eine Maskoitechnik und 
durch lonenimplantation erfolgen. AnschUefiend wird in ge- 
wohnter Weise die Epitaxieschicht in einem einzigen Schritt 
aufgd>racht. 

[0013] Die Erfindung weist den VorteU auf, daB fur eine 
zusfatzUche Transistorvariante, das heiBt fur einen Bipolar- 
transistor mit einer unterschiedUchen KoUektorweite, nur 
eine zusatzUche Maskentechnik und eine zu satzUche Im- 
plantation notwendig sind. Die Kosten itnyg-gle lch zu ein e r 
zusatzUchen lipitaxieschicnt wie dies beispielsweise im 
Stand der Technik vorgesehen ist, sind deshalb reladv nied- 
rig. 

[0014] Da der KoUektor immer an der hochdoderten ver- 
grabenen Schicht des bipolaren Bauelementes cndet, andcm 
sich die Transistoreigenschaften somit weniger mit erfadhter 
Kollektor-Emitterspannung als im Gegensatz zu einer dik- 
keren (niedrig doti^en) KoUektorschicht 
[0015J Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung erge- 
ben sich aus den unteigeordneten Anspriichen. 
[0016] Das erfindungsgemaSe Halbleiterbauelement kann 
sowohl mit NPN- als auch mit PNP-Transistoren realisiert 
werden. Im Falle von NPN-7tansistoren wird als Dotierstoff 
der veigrabenen Schichten vorteilhafterweise Arsen oder 
Antimon verwendet Als zusatzUchw Stoff, der die Diffu- 
sion des genannten Dotierstoflk in der gewiinschten Weise 
beeinfluBt, wird zumindest in der veigrabenen Schicht des 
zweiten Bauelementes Phosphor verwendet 
[0017] Ist das bipoiare Bauelement ein PNP-Transistor, so 
wild als Doderstoff der veigrabenen Schichten vorzugs- 
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weise Bor verwendet. Der zumindest in der veigrabenen 
Schicht des zweiten Bauelementes eingesetzte zusatzliche 
Stoff ist vorteilhaftenveise Stickstofif. 
[0018] £s ist in einer Ausgestaltung auch denkbar, daB so 
wohl in die veigcabene Schicht des ersten bipolaren Bauele^ 5 
mentes als auch in die veigrabene Schicht des zweiten Bipo- 
laifoauelementes eine jeweils untraischiedliche Konzentra- 
tion des Stoffes eiogebracht wild, der die Diffusion des Do- 
tierstofifes beeinflufit. 

[0019] In einer vorteilhaftcn Ausgestaltung von NPN-Bi- lO 
polartransistorcn ist der zusatzliche Stoff zumindest in dor 
vergrabenen Schicht des zweiten Efauelementes ledigUch in 
dem Bereich des in der ersten Wanne (Basis) gelegenen 
Emitters vorgesehen, Realisiert werden kann dieser Herstel- 
lungsschritt daduich, daB die Maske den Bipolartransistor 15 
derart bedeckt, daB lediglich im Bereich der Wanne des Hr- 
mitters eine lonenimpiantation mit dem zusatzlichen StofF 
erfblgt 

[0020] Wird der zusatzliche. Stoff nur im Bereich unter 
dem Emitter eingebracht, 9ndert sich die KoUektorweite nur 20 
unter dem aktiven IVansistor. t)ber der lestiichen FULche der 
Buried Layer, die als passives Gebiet bezeichnet wird, bleibt 
die Kolldctorweite unverandert Wird die KoUektorweite im 
Bereich der Emitt^rwanne durch den zusatzlichen Stoff re- 
duzicrt, so vcrblcibt auf dem rcsUichcn Gcbict der Buried 25 
Layer ein Gebiet mit einer erhdhten KoUektorweite. Hier- 
durch ist ein bipolares Bauelement reaUsierbar, welches in 
diesem Bereich reduzierte Kapazitaten und erhohte Durch- 
bruchspannungen aufweist 

[0021J Diese Ausgestaltung ist fur PNP-Bipolartransi- 30 
storen dadurch realisierbar, dafi auBerhalb des Emitterberei- 
ches in die vergrabene Schicht ein weiterer zusatzUcher 
Stoff eingebracht wird, der die Ausdiffusion hemmt. Bei- 
spielsweise hemmt Stickstoff ^e Ausdiffusion von Bor. 
[0022] Die Brfindung und deren Vorteile werden anhand 35 
der nachfolgenden Figuren naher erlautert Es zeigen: 
[0023] Fig. 1 ein erfindungsgemaBes Halbleiterisauele- 
ment mit einem ersten und einem zweiten bipolaren Bauele- 
ment und 

[0024] Fig. 2 eine alternative Ausgestaltung eines bipola- 40 

Bauelementes, welches in dem erfindimgsgemaBen 
Halbleiteriiauelement eingesetzt werden kann. 
[0025] Fig. 1 zeigt in einer SchnittdarsteUung ein erfin- 
dungsgemaBes Halbleiterbaueiement, mit einem ersten bi- 
polaren Bauelement 11 und einem zweiten bipolaren Bau- 45 
element 11\ Das erste und das zweite bipolare Bauelement 
11, 11' sind in einer Epitaxieschicht 2 angeordnet, welche 
auf einem Substrat 1 gelegen ist Auf einer ersten Hauptseite 
I des HalbleiterbauelemiNites, befinden sich die aktiven 
Bauelemente, das heifit die in der Epitaxieschicht 2 gelege- 50 
nen Basb-, Emitter- und KoUektorwannen. Die Bipolartran- 
sistoren sind prinzipieU gemafi der aus dem Stand der Ibch- 
nik bckanntcn Wcisc ausgcbUdcL Ein dcrartigcr Bipolar- 
transistor, der eine vergrabene Schicht aufweist, ist bei- 
spielsweise aus dem Lehrbuch "Bauelerhente der Halbleiter- 55 
Elektronik" von R. MuUer, Springer Verlag 1991, 4. Auf- 
lage, Seiten 245, 246 beschrieben. 

[0026] Die nachfolgende kurze Beschreibung des Auf- 
baues eines bipolaren Bauelementes beschrankt sich auf das 
erste Bauelement 11. In der Epitaxieschicht 2 ist an die erste 60 
Hauptseite I angrenzend eine erste "^^inne 3. die als Basis 
dient. vorgesehen. In der ersten Wanne 3 ist eine zweite 
Wanne 4 angeoninel, die ebenfalls an die ersle Hauptseite I 
reicht und den Emitter des bipolaren Bauelementes bildet. 
Die zweite Wanne 4 ist dabei seitlich von der ersten Wanne 65 
3 volbtandig umgeben. Benachbart der ersten Wanne 3 ist 
eine dritte Wanne 5 voigesehen, die an die erste Hauptseite I 
reichend in der Epitaxieschicht 2 gelegen ist 



[0027] Die erste Wanne 3 weist eine vorgegebene Hefe 8 
in der Epitaxieschicht 2 auf. Die Dicke der Epitaxieschicht 2 
des Haibleiterbauelementes ist mit 7 gekennzeichnet. Unter- 
halb der ersten Wanne 3 und der dritten Wanne 5 erstreckt 
sich die vergrabene Schicht 6, die vor dem Aufbringen der 
Epitaxieschicht 2 mittels lonenimpiantation in das Substrat 

I eingebracht wurde. Der Abstand 9, der zwischen der er- 
sten Wanne 3, also der Basis und der vergrabenen Schicht 6 
gebildet ist, stellt die KoUektorweite 9 des bipolaren Bauele- 
mentes dar. Durch die KoUektorweite wird die Eigenschaft 
des bipolaren Bauelementes cingcstcUt. Wcist das bipolare 
Bauelement eine geringe KoUektorweite und hohe KoUek- 
tordotierung auf, so eignet sich das bipolare Bauelement ins- 
besondere fiir hohe Grenzfrequenzen, nicht jedoch so sehr 
fiir hohe Durchbruchspannungen. Hohe Durchbruchspan- 
nungen konnen mittels einer groBen KoUektorweite und 
niedriger KoUektordotierung erzieit werden. Das auf der lin- 
ken Seite der Fig. 1 dargestellte bipolare Bauelemente 11 
eignet sich deshalb vorzugsweise fiir hohe Spannungen, 
wahrend das auf der rechten Seite gelegene bipolare Bauele* 
ment 11' auf hohe Frequenzen hin optimiert ist. 

[0028] Die Hefen 8, 8' der jeweiUgen ersten Wanne 3, 3* 
(Basis) bei beiden bipolaren Bauelementen 11, 11* konnen 
gleich ausgebildet sein. Die Dicke der Epitaxieschicht 7, 7' 
bei bcidcn bipolaren Bauelementen 11, 11' ist idcntisch aus- 
gebUdet Die Epitaxieschicht weist in beiden FaUen, da in 
einem einzigen Verfahrensschritt aufgebracht, die jgleiche 
Dotierung auf. Die Epitaxieschicht ist vorzugsweise niedrig 
dotiert. 

[0029] Die Besonderheit des in Big, 1 dargesteUten erfin- 
dungsgemaBen Halbleiterbauelements liegt darin, daB die 
bipolaren Bauelemente 11, 11', in einer einzigen Epitaxie- 
schicht 7, 7' gelegen sind, wobei die KoUektorweite 9, 9' je- 
doch untorschiedHch ausgd^Udet ist. Ein derartiges Halblei- 
terbaueiement l^t sich dadurch reaUsieren, daB vor dem 
Aufbringen der Epitaxieschicht 2 und dem Erzeugen.der 
darin gelegenen Basis-, Emitter- und KoUektor-Wanrien, die 
vergrabene Schicht 6' des zweiten bipolaren Bauelementes 
11' mit einem zusatzUchen Stoff (aus der Figur. nicht ersicht- 
hch) ve rsehen wurde, der die Ausdiffusion de s Dotierstoffes 
d^ vergrabenen Schicht 6' beemtlubt, das heiBt verstarkt. 
[0030] Eine Abanderung des bisher verwendeten Herstel-^ 
lungsverfahiens beschrankt sich darauf, lediglich einen ein- 
zigen zusatzUchen Maskenschritt mit einer anschUeBenden 
lonenimpiantation vorzunehmen. Das erhndungsgemaBe 
Halbleitobauelement, das in seinen elektrischen Hgen- 
schaften gegoiiib^ dem Stand d^ Technik optimiobar ist, 
ist somit auf SuBerst einfache Weise hersteUbar. 
[0031] Der KoUektor des zweiten bipolaren Bauelementes 

II (HF-Transistor) kann zusatzUch durch eine eigene Im- 
plantation - sog. sclektiv einplantierter KoUektor (Wanne 
14) - hoher als die Epitaxieschicht dotiert sein. Durch die er- 
hohte Dotierung wird die Wcitc der Raumladungszonc und 
die Durchbruchsparmung reduziert. Bei maximaler Be- 
triebsspannung des HF-Transistors 11', die niedriger ist als 
die maximale Betriebsspannung des HV-Transistors 11, er- 
reicht die Raiimladungszone nicht mehr die vergrabene 
Schicht 6, d. h. die Raumladungszone (14a) ist dann kleiner 
als die KoUektorweite 9. Der Bereich des KoUektors ohne 
Raumladungszone (14b) ist somit nur noch parasitarer Wi- 
derstand. Durch die reduzierte KoUektorweite wird dieser 
Bereich reduziert und damit der parasite Widerstand redu- 
ziert 

[0032] Die bipolaren Bauelemente 11, 11* konnen sowohl 
als NFN- als auch als PNP-Transistoren ausgefiihrt sein. Die 
beiden Bauelemente 11, U' konnen dabei vom gleichen 
Transistortyp oder aber vom unterschiedUchen IVansistor- 
typ sein. Ist das bipolare Bauelement ein NPN-lVansistor, so 
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wird als Dotierstoff der vergrabenen Schicht 6, S vorzugs- 
wcise Aisen oder Antimon verwendet Dieser Dotierstoff 
wird in der gleichen, das heiBt identischen Konzentration 
bei der H«stellung in beiden Bauelementen U, 11* einge- 
brachL Die Zugabe von Phosphor in der veigrabenen 5 
Schicht S des zweiten Bauelementes 11* veistSikt die Aus- 
diffiision von Arsen oder Andmon. Bei einem PNP-TYansi- 
stor besteht die vergrabene Schicht beispielsweisc aus Bor, 
wobei die Ausdiffiision durch Stickstoff reduziert, durch ■ 
Fluor verstaikt wcrden kann. 10 
[0033] Es ist dcnkbar, Icdiglich dor vergrabenen Schicht 6* 
des zweiten Bauelementes den zusatzUchen Stoff zuzuge- 
ben; jedoch ist es selbstverstandlich auch mdglich, in den 
vergrabenen Schichten 6, 6* sowohl des cisten als auch des 
zweiten Bauelementes U, U* den zusatzlichen Stoff beizu- 15 
geben. Durch die Wahl einer unterschiedlichen Konzentra- 
tion des zusatzUchen Stoffes, kann nichtsdestotrotz eine un- 
terschiedUch KoUcktorweite 9, 9 realisiert werden. 
PH)34] Fig. 2 zeigt ein altemativ ausgestaltetes bipolares 
Bauelemrat, das zusanunen oder altemativ mit den in Fig. 1 20 
gezeigten bipolaren Bauelementen U, 11' in einem Halblei- 
terbauelement integriert werden kann. Bei der Hexstellung 
des in Fig. 2 gezeigten bipolaren Bauelementes wurde die 
Maske fiir die Implantation des zusatzUchen Stoffes dmrt 
ausgcbildct, daB im FaUc cincs NPN-Bauclcmcntcs Icdig- 25 
Hch die zweite Wanne 4, die den Emitter bildet, ausgespart 
bleibt, wahrend bei einem PNP-Bauelement die zweite 
Wanne 4 bedeckt wird und der Rest der veigrabenen Schicht 
ausgespart bleibt Durch die anschUeBende lonenimplanta- 
tion des zusatzUchen Stoffes (Phosphor im FaUe eines NPN- 30 
Bauelementes, Stickstoff im FaUe eines PNP-Baudemen- 
tes) wird nur die Ausdifiiision des Dotierstoffes der vergra- 
benen Schicht 6 im Bereich unterhalb des Emitters 4 ver- 
starkt (NPN-Bauelement) bzw. gehemmt (PNP-Bauele- 
ment). Die vergrabene Schicht 6 weist sdmit einen stufenar- 35 
tigen Verlauf auf. Die KoUektorweite unteihalb der dritten 
Wanne 5 (KoUektor) sowie in Teilen der ersten Wanne 3 
(Basis) bleibt somit unverandert. Das in Fig. 2 dargesteUte 
bipolarc Bauclcmcnt crmogUcht rcduzicrtc Kapazitatcn imd 
erhohteDurchbruchspannungen in dem Bereich 12 der ver- 40 
grabenen Schicht Unterhalb des Emitters 4 ist in der Epita- 
xieschicht 2 der in Fig. 1 bereits beschriebene selektiv im- 
plantierte KoUektor 14 angeordnet, 

[0035] Die Dicke der Epitaxieschicht 2 des Bauelementes 
gemaB Fig. 2 entspricht der Dicke der in der Epitaxieschicht 45 
2 m dem Halbleiterbauelement der Fig. 1. Eb^o ist die 
Tiefe der wsten Wanne 3 (Basis) mit der Tlefe 8 der crsten 
Wanne 3, 3' der bipolarm Bauelemente aus der Fig. 1 iden- 
tisch. 

[003d] Eine Optimierung der elcktrischen Eigenschaften 50 
mehrerer bipolar^ Bauelemente in einem Halbleiterbauele- 
ment, das auf bekannte Weise h«-gesteUt wird, ist auf cinfa- 
chc Wcisc dadurch moglich, daB ein zusatzUchcr Stoff die 
Diffusion eines Dotierstoffes der vergrabenen Schicht eines 
Bipolartransistors variiert Hierdurch kann die KoUektor- 55 
weite, die die elcktrischen Eigenschaften bestimmt, eince- 
steUt werden. 
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1 . Halbleiterbauelement mit einem Substrat (1) und ei- 
ner darauf befindUchen Epitaxieschicht (2), in der we- 
nigstens ein erstes und ein zweiles bipolares Bauele- 
ment (11, U*) integriert sind, wobei das crste und das 
zweite bipolare Bauelement (U, II*) cine vcigrabcne 65 
Schicht (6, 6*) und untcrschiedUche Kollcktonveiten 
(9, 90 aufvfreisen, dadurch gckcnnzdcluict, daB die 
vergrabene Schicht (6^ des zweiten Bauelementes (11') 



eine groBere Schichtdicke (10*) als die des etsten Bau- 
elementes (11) aufweist, wobei genau dne Epitaxie- 
schicht (2) vorgesehen ist 

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die veigrab«ie Schicht (6) des ersten 
bipolaren Bauelementes (U) und die veigrabeae 
Schicht des zwdt^ bipolaiea Bauelem^tes (11') 
identische Dorierstoffkonzcntrationen aufwreisen und 
zumindest die ycigrabene Schicht (d^ des zweiten bi- 
polaren Bauelementes (11*) einen zusateUchen Stoff 
aufwdst, der die Diffusion des Dotierstoffes der ver- 
grabenen Schicht beeinfluBt 

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die die Basis bildenden er- 
sten Wannen (3, 3*) in der Epitaxiescfaidit (2) eine glei- 
che liefe (8, Jf) aufweisen. 

4. Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 2 
Oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB der zusatzUdie 
Stoff in der vergraben«i Schicht des ersten bipolaren 
Bauelementes (U) eine andere Konzraitration als der 
zusatzUche Stoff in der veigrabenen Schicht (6^ des 
zweiten bipolaren Bauelementes (11') aufwreist 

5. Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Dotierstoff der 
v«grabchcn Schichten Arson oder Antimon ist 

6. Halbleiterbauelement nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der zusatzUche Stoff zumindest in 
dM- vergrabenen Schicht (6^ des zweiten bipolaren 
Bauelementes (11') Phosphor ist 

7. Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 5 
Oder 6, dadurch gekennzeichnet, daB der zusatzlidie 
Stoff in der vergrabenen Schicht (60 zumindest des 
zweiten Bauelementes iedigUch in dem Bereich des in 
der ersten Wanne (3) gelegenen Emitters (4) vorgese- 
hen ist 

8. Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Dotierstoff der 
vergrabenen Schichten (^, Bor ist. 

9. Halbleiterbauelement nach Anspruch 8, dadurch gc- 
k«mzeichnet, daB der zusatzUche Stoff zumindest in 
der vergrabenen Schicht des zwdtdi Bauelemwites 
(IT) Stickstoff Oder Flour ist 

10. Halbleiterbauelement nach Anspruch 8 oder 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein weiterCT zusatzUcher 
Stoff in der vergrabenen Schicht (6) zumindest des 
zweiten Bauelementes lediglich in dem Bereich auBer- 
halb des in der ersten Wanne (3) gelegenen Emitters 
(14) vorgesehen ist - 

11. Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB in der Epitaxie- 
schicht (2) im Bereich unterhalb des Emitters ein selek- 
tiv impiantiertcr KoUektor (14) vorgesehen ist 

12. Vcrfahrcn zum HcrstcUcn cincs Halblcitcrbauclc- 
mentes mit einem Substrat (1) und einer darauf befind- 
Uchen Epitaxieschicht (2), in der wenigst^ ein erstes 
und ein zweites bipolares Bauelement (11, IT) inte- 
griert sind, wobei das erste und das zweite Bauelement 
(11. U') eine vergrabene Schicht (6, 6*) aufweisen, da- 
durch gekennzeichnet, daB* 

die VKgrabenen Schichten (6, 60 mit einer identischen 
Dotierstoffkonzenttation in das Substrat implantiert 
werden, 

zumindest in die vergrabene Schicht (6') des zwdten 
bipolaren Bauelementes (11') ein zusatzUcher Stoff ein 
gcbracht wird, der die Diffusion des Dotierstoffes in 
der vergrabenen Schicht (6^ des zweiten bipolaren 
Bauelementes (11*) beeinfluBt, 

die Epitaxieschicht (2) in einem einzigen SchriU aufge- 
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bracht wird, 

die die Basis, den Emitter und den Kollektor bildenden 
Wannen (3, 4, 5) in der Epitaxieschicht (2) erzeugt wer- 
den. 

13. Veffahien nach Anspiuch 12, dadurcb gekenn- s 
zeichnet. dafi das Einbringen des zusStzlij^en Stoffes 
durch eine Maskentechnik und lonenimpiantadon er- 
foigt. 

14. Verfahien nach Ansprucfa 12 oder 13, dadurcb ge-. 
kennzeichnet, dafi die Maske das bipolare Dauelement 10 
dcrart bcdcckt, dafi Icdiglich an dcr Stcilc dcr Wannc 
des Emitters (4) eine lonenimplantation mit dem zu- 
satzlichen S toff erfolg t 

15. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Maske das bipolare Bauelement 15 
lediglidi an der Stelle der Wanne des Kmitters (4) be- 
deckt und eine lonenimplantation aufierhaib des Emit- 
terfoereiches, aber im Bereich der veigrabenen Schicht 
mit einem weiteren zusatzLichen Stoff erfolgt 
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